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概要（Summary ）：

a-IGZO すなわち In-Ga-Zn-O を能動層とした薄膜

FET の DC 特性と高周波特性の評価、及び計測上必要

となる一部プロセスを行った。FET の静特性の計測は

可能であったが、出力インピーダンスが高く、高周波

特性の計測は不可であった。今後は出力インピーダン

スを下げるべく検討を行い、高周波特性の計測が可能

なように改良する。

実験（Experimental）：

実験には、以下の装置を使用した。

・アネルバ社製スパッタ装置 SPC350

・電子ビーム蒸着装置 EBX-6D

・ズースマイクロテック社製 MA6

・長瀬産業社製高耐圧プローバ（特注品）

・アジレント社製高周波デバイス測定装置 1501B

・東横化学社製環境維持・制御装置（特注品）

・日立プラント建設製クリーンルーム

結果と考察（Results and Discussion）：

高周波 FET のパターン及び写真を図 1 に示す。

また、高周波 FET の代表的な静特性を図２に示す。
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図１高周波 FET のパターンとプロービング
２を見て分かる通り本デバイスのVthは－４V程度で

り、FET としてはきちんと動作している。しかし、高

波プローバで特性を計測するためには、出力インピー

ンスを低く抑える必要があり、本デバイスの寄生抵抗

１２０ｋΩ程度あるので、その要件を満たしていない。

ンピーダンスの主な支配因子はα―IGZO そのものの

ンピーダンスであり、その点に関して改良を行わない

高周波特性が計測できないことが判明した。

の他・特記事項（Others）：

今後の課題

デバイスはファブリケーションプロセスの問題から

留まりが低くなっており、その点についても今後改良

加えていく。
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図２：代表的な静特性の例


